FYSE301 Elektroniikka I osa A
Loppukoe 18.3.2011, tee kaikki viisi tehtavas!

1. Selitd lyhyesti (6 pistettd)
a) Ideaalinen operaatiovahvistin
b) pn-liitoksen jénnite—virta-kdyttdytyminen
c¢) Puolijohteen seostamisen vaikutus sen séhkdnjohtamiseen

2. Laske kuormavastuksen R; (kuva 1) l&pi kulkeva virta /;, muuntamalla sitd
syottdva piiri (katkoviivoitettu osa) Thevenin-ekvivalentikseen ja esitd /;, R;:n
funktiona (&14 kiinnitd vield R;:n arvoa). Laske virta 7; kun R;=30 Q. (6 pistettd)
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3. Laske vahvistus A = v, / v; ja tuloresistanssi R; = v; / i; kuvan 2 piirissi
kun kytkin K on
a) Kiinni (oikosulussa)
b) Auki (avoin piiri)
Oleta operaatiovahvistin ideaaliseksi.




4. Mé#ritd napojen A ja B vilinen jannite Vg = VA-Vp ja niiden 1dpi kulkeva virta i
kuvan 3 kytkenndssd (vasemmalla), kun napojen véliin kytketddn
a) vastus, jonka resistanssi R =7 Q.
b) Ge-diodi, jonka lépi kulkeva virta i sen yli vaikuttavan jannitteen v = V5 =
V »-V5 funktiona on i(v) = I [exp(v/Vg) — 1], missd Iy=2 pA ja Vo=26 mV.
Diodin iv-kdyr4 on annettu kuvassa 3 (oikealla).
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Kuva 3.

5. Kuva 3 esittdid MOSFET-transistorin biasointikytkent&d, jolla lepotilan
toimintapiste asetetaan halutuksi. Mitoita vastukset Rg ja Rp siten, ettd ip = 1 mA
ja Vps = Vp—Vs =8V, kun Vpp =20 V. NMOS-avauskanavatransistoria
(saturaatioalueella) kuvaavat parametrit ovat K = 0.25 mA/V>ja V=2 V.
Valitse vastukset Rg; =Ry, =1 MQ.
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Joitain kenties hyddyllisid yhtdlsitd: o=nep; n=p=n; n=e BEAT, i=[(e*"™T.]);
ip=K(vgs-V1)% in=Ipss(1-vos/Ve)'; B=a/(1- a);



